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１．概要（Summary） 
○半導体、太陽光発電パネルの新デバイス開発のため 
 Si ウェハー（２インチ～４インチ）、無アルカリガ

ラス（１５０ｍｍ□）の材料に SiN、SiO2 で（２

００Å～１００００Å）±１０％の膜厚で皮膜させ

る。皮膜させたこれらの材料で新デバイスを研究開

発する。 
 
２．実験（Experimental） 
○P-CVD 装置 
○研究部門より依頼された膜厚を各種材料に成膜させ

るため P-CVD 装置を使用する。 
 無アルカリガラス基盤自体は膜厚が測定不能のた

めダミーの Si ウェハーにて膜厚を測定する。 
 既知の成膜レートから所望の膜厚になる処理時間

を設定して実験を開始する。実験で正常膜厚値であれ

ば本番スタートとし無アルカリガラスであれば１日

１５枚を成膜する。 

 

     Plasma CVD 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
○成膜枚数が増えるごとに膜厚値が下がる傾向にある

ため成膜材料と膜厚測定用の Si ウェハーを装置に挿

入し膜厚を監視する。膜厚が下がれば規定値から外れ

ないよう処理時間を調整する。 
○成膜材料の装置への出し入れを効率よくするために 
簡単な出し入れ用治具を作製し作業効率が UP した。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
なし。 
 
６．関連特許（Patent） 
なし。 


